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(57) Abstract: The invention relates to a semiconductor substrate (I) on which a first layer (2), a second layer (3) and a third layer 

(4) are disposed. The third layer (4) is for example a lacquer mask that is used to structure the second layer (3). The second layer 
(3) is for example a structured hard mask that is used to structure the first layer (2). The third layer (4) is then removed and a fourth 
layer (8) is deposited. The fourth layer (8) is for example an insulator that fills the trenches formed in the first layer (2). The fourth 

^ layer (8) is then planarized in a CMP step, and planarization is continued while the second layer (3 ) that is for example a hard mask is 
removed from the first layer (2) together with the fourth layer (8), thereby leaving the fourth layer (8) in a trench (7) that is disposed 
in the first layer (2). 

m 

^ (57) Zusammenfassung: Es wird ein Halbleitersubstrat (1) bereit gestellt, auf dem eine erste Schicht (2). eine zweite Schicht (3) 
und eine dritte Schicht (4) angeordnet sind. Die dritte Schicht (4) ist beispielsweise eine Lackmaske, die zur Strukturierung der 
zweiten Schicht (3) verwendet wird. Die zweite Schicht (3) ist beispielsweise eine strukturierte Hartmaske, die zur Strukturierung 

£j derersten Schicht (2) verwendet wird. AnschlieBend wird die dritte Schicht (4) entfernt und eine vierte Schicht (8) abgeschieden. 
Die vierte Schicht (8) ist beispielsweise ein Isolator, der die in der erstcn Schicht (2) gebildeten Graben auffullt. AnschlieBend wird 

Q die vierte Schicht (8) mittels eines CMP-Schrittes planarisiert. wobei die Planarisierung fortgesetzt wird und die zweite Schicht (3), 
die beispielsweise eine Hartmaske ist, zusammen mil der vierten Schicht (8) von der ersten Schicht (2) entfernt. Dabei verbleibt die 
vierte Schicht (8) in einem Graben (7), der in der ersten Schicht (2) angeordnet ist. 
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@ Strukturierungsverfahren 

Erfindungsgemafi wird ein Verfahren zur Strukturie- 
rung zumindest einer zu strukturierenden Schicht, bereit- 
gestellt, das die folgenden Schritte umfaBt: auf die zu 
strukturierende Schicht wird Maske aufgebracht, die zu 
strukturierende Schicht wird unter Verwendung der Mas- 
ke strukturiert, die Maske wird enrfernt, wobei Redepos- 
itionen des Materials der zu strukturierenden Schicht zu- 
ruckbleiben, und die Redepositionen des Materials der zu 
strukturierenden Schicht werden durch mechanisches 
Polieren oder chemisch mechanisches Polieren entfernt. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Strukturierungs- 
verfahren, insbesondere ein Verfahren zur Strukturierung 
von plasma- oder trocken-chemisch nur schwer oder nicht 5 
atzbaren Schichten wie beispielsweise Schichten aus Edel- 
metallen, ferroelektrischen Materialien sowie dielektrischen 
Materialien mit hoher relativer Dielektrizitatskonstante. 

Bei der Entwicklung von hochintegrierten Speicherbau- 
steinen, wie z. B. DRAMs bzw. FRAMs sollte die Zellkapa- 10 
zitat bei der fortschreitenden Miniaturisierung beibehalten 
oder sogar noch verbessert werden. Zur Erreichung dieses 
Ziels werden immer dunnere dielektrische Schichten und 
gefaltete Kondensatorelektroden (Trench-ZeLle, Stack- 
Zelle) verwendet. In Letzter Zeit werden anstatt des her- 15 
kommlichen Siliziumoxids neue Materialien, insbesondere . 
Paraelektrika und Ferroelektrika, zwischen den Kondensa- 
torelektroden einer Speicherzelle verwendet. Beispielsweise 
kommen Bariurnstrontiumtitanat (BSX (Ba,Sr)Ti03), Blei- 
zirkonattitanat (PZT, Pb(Zr,Ti)0 3 ) bzw. Lanthan-dotiertes 20 
Bleizirkonattitanat oder Strontiumwismuttantalat (SBT, 
SrBi 2 Ta 2 0 9 ) fur die Kondensatoren der Speicherzellen bei 
DRAMs bzw, FRAMs zum Einsatz. 

Dabei werden diese Materialien iiblicherweise auf bereits 
vorhandenen Elektroden (Bodenelektroden) abgeschieden. 25 
Die Prozessierung erfolgt unter hohen Temperaturen. so daR 
die Materialien, aus denen normalerweise die Kondensator- 
elektroden bestehen, so z. B. dotiertes Polysilizium, leicht 
oxidiert werden und ihre elektrisch leitenden Eigenschaften 
verlieren, was zum Ausfall der Speicherzelle fuhren wiirde. 30 

Wegen ihrer guten Oxidationsbestandigkeit und/oder der 
Ausbildung elektrisch leitfahiger Oxide gelten 4d und 5d 
Ubergangsmetalle, insbesondere Platinmetalle (Ru, Rh. Pd, 
Os, Ir, Pt) und insbesondere Platin selbst, sowie Rhenium als 
aussichtsreiche Kandidaten, die dotiertes Polysilizium als 35 
Elektrodenmaterial in den obengenannten Speicherzellen 
ersetzen konnten. 

Die fortschreitende Miniaturisierung der Bauelemente hat 
ebenfalls zur Folge, daB Ersatzmaterialien fur das heute fur 
die Leiterbahnen verwendete Aluminium erforderlich wer- 40 
den. Dabei sollte das Ersatzmateriai einen geringeren spezi- 
fischen Widerstand und eine geringere Elektromigradon als 
Aluminium aufweisen. Als aussichtsreichster Kandidat gilt 
dabei Kupfer. 

Weiterhin erfordert die Entwicklung magnetischer "Ran- 45 
dom Access Memories" (MRAMs) die Integration magne- 
tischer Schichten (z. B. Fe, Co, Ni oder Permalloy) in mi- 
kroelektronische Schaltungen. 

Urn aus den genannten, bisher in der Halbleitertechnolo- 
gie noch nicht verbreiteten Materialien eine integrierte 50 
Schaltung aufbauen zu konnen, mussen diinne Schichten 
dieser Materialien strukturiert werden. 

Die Strukturierung der bisher verwendeten Materialien 
erfolgt in der Regel durch sogenannte plasmaunterstutzte 
anisotrope Atzverfahren. Dabei werden iiblicherweise phy- 55 
sikalischcherrusche Verfahren angewandt, bei denen Gasge- 
mische aus einem oder mehreren reaktiven Gasen, wie z. B. 
Sauerstoff Chlor, Brom, Chlorwasserstoff, Bromwasser- 
stoff bzw. halogenierten Kohlenwasserstoffen und aus Edel- 
gasen (z. B. Ar, He) verwendet werden. Diese Gasgerriische 60 
werden in der Regel in einem elektromagnetischen Wech- 
selfeld bei geringen Drucken angeregt. 

Fig. 4 zeigt die prinzipielle Arbeitsweise einer Atzkam- 
mer, dargestellt am Beispiel eines Parallelplattenreaktors 20. 
Das Gasgemisch, z. B. Ar und Cl 2 , wird uber den GaseinlaB 65 
21 der eigent.lichen Reaktorkammer 22 zugefuhrt und durch 
den GasauslaB 29 wieder abgepumpl. Die untere Platte 24 
des Parallelplattenreaktors ist uber eine Kapazit.at.27 mit ei- 
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ner Hochfrequenzquelle 28 verbunden und dient als Sub- 
strathalter. Durch das Anlegen eines hochfrequenten elektri- 
schen Wechselfeldes an die obere und die untere Platte 23, 
24 des Parallelplattenreaktors wird das Gasgemisch in ein 
Plasma 25 tiberfuhrt. Da die Beweglichkeit der Elektronen 
groBer als die der Gaskationen ist, laden sich die obere und 
die untere Platte 23, 24 gegeniiber dem Plasma 25 negativ 
auf. Daher iiben beide Platten 23, 24 auf die positiv gelade- 
nen Gaskationen eine hohe Anziehungskraft aus, so dafl sie 
einem permanenten Bombardement durch diese Ionen, z. B. 
Ar + ausgesetzt sind. Da der Gasdruck zudem niedrig gehal- 
ten wird, typischerweise 0.1-10 Pa, findet nur eine geringfu- 
gige Streuung der Ionen untereinander und an den Neutral- 
teilchen statt, und die Ionen treffen nahezu senkrecht auf die 
Oberflache eines Substrats 26, das auf der unteren Platte 24 
des Parallelplattenreaktors gehalten ist. Dies erlaubt eine 
gute Abbildung einer Maske (nicht gezeigt) auf die darun- 
terliegende, zu atzende Schichtdes Substrats 26. 

Ublicherweise werden als Maskenmaterialien Photolacke 
verwendet, da diese durch einen Belichtungsschritt und ei- 
nen Entwicklungsschritt relativ einfach strukturiert werden 
konnen. 

Der physikalische Teil der Atzung wird durch Impuls und 
kinetische Energie der auftreffenden Ionen (z. B. Cl 2 + , Ar f ) 
bewirkt. Zusatzlich werden dadurch chemische Reakt.ionen 
zwischen dem Substral und den reaktiven Gasteilchen (Io- 
nen, Molekiile, A tome, Radikale) unter Bildung fliichtiger 
Reaktionsprodukte initiiert oder verstarkt (chemischer Teil 
der Atzung). Diese chemischen Reaktionen zwischen den 
Substratteilchen und den Gasteilchen sind verantwortlich 
fur hohe Atzselektivitaten des Atzprozesses. 

Leider hat sich herausgestellt, daB die oben genannten, in 
integrierten Schaltungen neu eingesetzten Materialien zu 
den chemisch nur schwer oder nicht atzbaren Materialien 
gehoren, bei denen der Atzabtrag, auch bei der Verwendung 
"reaktiver" Gase, uberwiegend oder fast ausschlieBlich auf 
dem physikalischen Anteil der Atzung beruht. 

Wegen der geringen oder fehlenden chemischen Kompo- 
nente der Atzung liegt der Atzabtrag der zu strukturierenden 
Schicht in der selben GroBenordnung wie der Atzabtrag der 
Maske bzw. der Unterlage (Atzstoppschicht), d. h. die Atz- 
selekdvitat zur Atzmaske bzw. Unterlage ist im allgemeinen 
klein (zwischen etwa 0,3 und 3,0). Dies hat zur Folge, daB 
durch die Erosion von Masken mit geneigten Flanken und 
die unvermeidliche Facettenbildung (Abschragung, Tape- 
rung) auf den Masken nur eine geringe MaBhaltigkeit der 
Strukturierung gewahrieistet werden kann. Diese Facettie- 
rung beschrankt somit die bei der Strukturierung kleinsten 
erzielbaren StrukturgroBen sowie die erzielbare Steilheit der 
Profiifianken bei den zu strukturierenden Schichten. 

Dabei ist die Facettierung auf den Masken, und damit 
auch die Facettierung der zu strukturierenden Schichten, 
urnso groBer je groBer der Anteil der reaktiven Gase (insbe- 
sondere Chlor) am Gasgemisch ist, das wahrend des plasma- 
chemise hen Atzverfahrens verwendet wird. Dementspre- 
chend lassen sich mit Gasgemischen, die keinen Anteil an 
reaktiven Gasen aufweisen, beispielsweise reine Argonplas- 
men, die steilsten Profilflanken bei den zu strukturierenden 
Schichten erzeugen. 

Zusatzlich zu der genannten Facettierung der zu struktu- 
rierenden Schichten kann es bei der Strukturierung auch zu 
unerwiinschten Redepositionen des Materials der zu struktu- 
rierenden Schicht kommen. Diese Redepositionen treten 
beispielsweise an den Seit.enwanden derLackmaske auf und 
sie konnen in nachfolgenden ProzeBschritten haufig nur 
noch mit groBem Aufwand entfernt. werden. Leider treten 
die Redepositionen umso haufiger auf je kleiner der Anteil 
der reaktiven Gase am Gasgemisch ist, das wahrend des 
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plasma-chemischen Atzverfahrens verwendet wird. Dem- 
entsprechend war die Prozeflfuhrung bisher meist auf ge- 
ringe Argonanteile beispielsweise in einem Chlor-Argon- 
Plasma beschrankt. Der erhohte Chloranteil im Atzgasge- 
misch fuhrt jedoch wiederum zu einer erhohten Facettenbil- 
dung derMasken. 

Im Falle des Plau'n-Atzens mil einer Lackmaske hat die 
Verwendung reaktiver Gase wie Chior oder Hbr zur Folge, 
daB sich intermediate Redepositionen bilden, welche im 
weiteren Verlauf der Atzung wieder verschwinden. Auch 
diese Strukturen fuhren zu einer CD-Aufweitung und zu Aa- 
chen Platinflanken. Sie gel ten inzwischen als der groBte 
Nachteil eines Prozesses, der sowohl Chlor als auch eine 
Lackmaske verwendet. 

Wird anstatt einer Lackmaske eine sogenannte "Hard 
Mask" zur Strukturierung der zu strukturierenden Schichten 
verwendet, so konnen viele der genannten Schwierigkeiten 
deutlich vermindert werden. Die Strukturierung einer "Hard 
Mask" bendtigt jedoch zusatzliche ProzeBschritte, welche 
den GesamtprozeB verteuem. 

Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein 
Strukmrierungs verfahren bereitzusteiten, das die genannten 
Nachteile der bisherigen Verfahren vermeidet oder mindert.. 

Diese Aufgabe wird von dem Verfahren gemaB Patentan- 
spruch 1 oder Patentanspruch 3 gelost. Weitere vorteilhafte 
Ausfuhrungsformen, Ausgestaitungen und Aspekte der vor- 
liegenden Erfindung ergeben sich aus den Unteransprlichen 
der Beschreibung und den beiliegenden Zeichnungen. . 

ErfindungsgemaB wird ein Verfahren zur Strukturierung 
zumindest einer zu strukturierenden Schichl bereitgestellt, 
das die folgenden Schritte umfaflt: 

auf die zu strukturierende Schicht wird eine Maske aufge- 
bracht, 

die zu strukturierende Schicht wird unter Verwendung der 
Maske strukturiert, 

die Maske wird entfernt, wobei Redepositionen des Materi- 
als der zu strukturierenden Schicht zuruckbleiben, und 
die Redepositionen des Materials der zu strukturierenden 
Schicht werden durch mechanisches Polieren oder chemisch 
mechanisches Polieren entfernt. 

Es hat sich herausgestellt, daB durch mechanisches Polie- 
ren die Redepositionen des Materials der zu strukturieren- 
den Schicht, die mil den ublichen chemischen Methoden nur 
schwer zu entfernen waren, relativ einfach und zuverlassig 
entfernt werden konnen, ohne daB die bereits auf dem Wafer 
erzeugten Strukturen beschadigt oder zerstort werden. Das 
erfindungsgemaBe Verfahren hat somit den Vorteil, daB die 
zur eigentlichen Strukturierung der zu strukturierenden 
Schicht eingesetzten Verfahren, z. B. plasmachemische Atz- 
verfahren, ohne Rucksicht auf die Frage ausgewahlt werden 
konnen, ob diese Verfahren zu erhohten Redepositionen fuh- 
ren. So konnen beispielsweise plasmachemische Atzverfah- 
ren mit reinen Argonplasmen verwendet werden. Dies hat 
zur Folge, daB jetzt auch gewohnliche Lackmasken verwen^ 
det werden konnen, ohne daB es, wie bei der Verwendung 
reaktiver Gase. zu ubermaBigen Facettenbildungen auf den 
Masken kommt. 

Weiterhin wird erfindungsgemaB ein Verfahren zur Struk- 
turierung zumindest einer zu strukturierenden Schicht be- 
reitgestellt, das die folgenden Schritte umfaBt: 
auf die zu strukturierende Schicht wird eine Maske aufge- 
bracht, 

die zu strukturierende Schicht wird unter Verwendung der 
Maske strukturiert, 

die Maske und die Redepositionen des Materials der zu 
strukturierenden Schicht werden durch chemisch mechani- 
sches Polieren entfernt. 
Durch das gleichzeitige Entfernen der Maske und der 



Redepositionen kann ein ProzeBschritt eingespart werden. 
Diese Moglichkeit bietet sich insbesondere dann an, wenn 
als Maske eine sogenannte "Hard Mask" verwendet wird. 
Eine derartige Maske enthalt bevorzugt Silizium, ein Silizi- 
5 urnoxid, insbesondere Si0 2 , ein Metall, insbesondere Alu- 
minium oder Wolfram, ein Metallnitrid, bevorzugt ein Ti- 
tannitrid, insbesondere TiN x 0.8 < X < 1.2, oder ein Metall- 
siiizid. 

Bevorzugt wird nach der Entfernung der Redeposidonen 

10 eine "Scrubber'-Reinigung durchgefuhrt. Zusatzlich oder 
alternativ kann nach der Entfernung der Redepositionen 
auch eine naBchemische Reinigung, insbesondere unter- 
stiitzt durch Schalleinwirkung (Ultraschall, Finesonic), 
durchgefuhrt werden. 

15 Bevorzugt enthalt die zu strukturierende Schicht Kupfer, 
Eisen, Kobalt, Nickel, ein 4d oder 5d Ubergangsmetall. ins- 
besondere ein Platinmetall 

Weiterhin ist es bevorzugt, wenn die zu strukturierende 
Schicht ein ferroelektrisches Material, ein dielektrisches 

20 Material hoher relativer Dielektrizitatskonstanten (> 20), ei- 
nen Perowskit oder Vorstufen dieser Materialien enthalt. 
Dabei soli unter einer Vorstufe der genannten Materiatien 
ein Material verstanden werden, das durch eine geeignete 
Warmebehandlung (z. B. Tempem), gegebenenfalls unter 

25 Zufiihrung von Sauerstoff, in die genannten Materialien um- 
gewandelt werden kann. 

So ist es bevorzugt, wenn die zu strukturierende Schicht 
Strontiumwismuttantalat (SBT, SrBi 2 Ta 2 C>9), Strontiumwis- 
mutniobattantalat (SBNT, SrBi 2 Ta 2 _ x Nb x 0 9 , x=0-2) Blei- 

30 zirkonattitanat (PZT, Pb(Zr,Ti)0 3 ) oder Derivate sowie Ba- 
riurnstrontiumtilanar (BST, Ba x Sru x Ti0 3? x=0-l),Bleilant- 
hantitanat. (PLT, (Pb, La)Ti0 3 ), Bleilanthanzirkonattitanat 
(PLZT, (Pb, La) (Zr, Ti)0 3 ) oder Derivate enthalt. 

Weiterhin ist es bevorzugt, wenn die zu strukturierende 

35 Schicht Platin, Gold, Silber, Kupfer, Iridium, Palladium, 
Ruthenium, Rhenium oder deren Oxide enthalt. 

Bevorzugt wird zum Strukturieren der zu strukturieren- 
den Schicht ein Trockenatz verfahren, insbesondere ein Plas- 
maatz verfahren verwendet. 

40 Dabei ist insbesondere bevorzugt, wenn wahrend der 
Trockenatzung der zu strukturierenden Schicht ein Gasge- 
misch vorgesehen ist, das frei von reaktiven Gasen ist. 

Weiterhin ist es bevorzugt, wenn wahrend der Trockenat- 
zung der zu strukturiereden Schicht ein Edelgas. insbeson- 

45 dere Argon, vorgesehen ist. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Figuren der 
Zeichnung naher dargestellt. Es zeigen: 

Fig. 1 bis 3 eine schematische Darstellung des erfin- 
dungsgemaBen Verfahrens, und 

50 Fig. 4 eine schematische Darsteilung einer Atzkammer in 
Form eines Parallelplattenreaktors. 

Die Fig. 1 bis 3 zeigen eine schematische Darstellung des 
erfindungsgemaBen Verfahrens. Auf einem Substrat 1 wird 
eine Si0 2 -Schicht 2 aufgebracht. Es folgt Haft- oder Barrie- 

55 reschicht 3, die aus Titan bzw. Titan nitrid besteht. Auf die 
Haft- oder Barriereschicht 3 wird eine Platinschicht 4 als zu 
strukturierende Schicht beispielsweise durch Sputtem auf- 
gebracht. Auf der Platinschicht 4 wird eine Lackschicht ge- 
bildet, welche spater als Maske 5 fur die Strukturierung der 

60 Platinschicht 4 dient. Die Lackschicht wird durch einen Be- 
lichtungs- und einen Entwicklungsschritt sLrukturiert. Die 
sich daraus ergebende Struktur ist in Fig. 1 gezeigt. 

Nachfolgend wird ein Ionenatzen oder Sputteratzen 
durchgefuhrt, urn die Platinschicht 4 einem physikalischen 

65 Trockenatzen zu unterziehen. Als Atzgas wird dabei ein rei- 
nes Argongas verwendet. Anstatt des Ionenatzens konnen 
auch andere Plasmaatzverfahren wie beispielsweise das re- 
aktive Ionenatzen (RIE ? Reactive Ion Etching), das magnet- 
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feldunterstiitzte reaktive Ionenatzen (MERIE, Magnetically 
Enhanced RIE), das ECR-Atzen (ECR, Electron Cyclotron 
Resonance) oder induktiv gekoppelte Plasmaatzverfahren 
(ICP, TCP) eingesetzt werden. 

Da als Atzgas reines Argon eingesetzt werden kann, 5 
kommt es zu keiner zu starken Facettierung der Maske 5. 
Dementspsechend ist auch die Erosion der Maske 5 gering. 
Durch die geringere Maskenerosion ergibt sich eine hohere 
MaBhaltigkeit der Strukturierung. Dariiber hinaus las sen 
sich somit steilere Atzflanken an der zu strukturierenden 10 
Schicht erzielen. Atzflanken mit einern Flankenwinkel von 
iiber 80° konnen erzeugt werden. 

Durch die fehlende chemische Komponente kommt es 
wahrend des Trockenatzens zu Redepositionen 6 von Platin 
an den Seitenwanden der Lackmaske 5. Diese Platinredepo- 15 
sidonen 6 waren bisher mit den ub lichen chemischen Ver- 
fahren nur schwer wieder zu entfemen. 

Zur Entfernung der Lackmaske 5 folgt eine Lackver- 
aschung. Dabei bleiben freistehende Platinredepositionen 6 
auf der Oberflache der strukturierten Platinschicht 4 zuriick. 20 
Die sich daraus ergebende Struktur ist in Fig. 2 gezeigt. 

AnschlieBend werden die Redepositionen 6 durch mecha- 
nisches Polieren entfemt. Dazu kann beispielsweise ein Po- 
lierer der Firma Logitech verwendet werden. Ein Poliertuch 
(z. B. Chemcloth ELCON 136) wird mit der in Fig. 2 ge- 25 
zeigten Struktur in Kontakt gebrachL Die in Fig. 2 gezeigte 
Struktur und das Poliertuch werden gegeneinander mit einer 
Geschwindigkeit. von 10 Umdrehungen pro Minute fur 
3 Minuten bewegt. Gleichzeitig werden etwa0,25 urn groBe 
A^CVPartikel in einer waBrigen Suspension (pH ~ 9) zu- 30 
gefuhrt. 

Es folgt eine "Scrubber"-Reinigung. Zusatzlich oder al- 
ternativ kann nach der Entfernung der Redepositionen 6 
auch eine naBchemische Reinigung z. B. nut stark verdiinn- 
ter HF-Saure, bevorzugt uncerstutzt durch Schalleinwir- 35 
kung, durchgefuhrt werden. Dies fuhrt zur chemischen An- 
losung der zwischen den Platinstrukturen freiliegenden 
Si02-Oberflache und zu einer mechanisch unterstutzten Ent- 
fernung von Partikeln aus diesen Bereichen. Die sich daraus 
ergebende Struktur ist in Fig. 3 gezeigt. 40 

Patentanspruche 

1. Verfahren zur Strukturierung zumindest einer zu 
strukturierenden Schicht mit den Schritten: 45 
auf die zu strukturierende Schicht wird eine Maske auf- 
gebracht, 

die zu strukturierende Schicht wird unter Verwendung 
der Maske strukturiert, 

die Maske wird entfernt, wobei Redepositionen des 50 
Materials der zu strukturierenden Schicht zuriickblei- 
ben, und 

die Redepositionen des Materials der zu strukturieren- 
den Schicht werden durch mechanisches Polieren oder 
chemisch mechanisches Polieren entfernt. 55 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Maske eine Lackmaske ist, welche bevor- 
zugt durch Veraschen entfemt wird. 

3. Verfahren zur Strukturierung zumindest einer zu 
strukturierenden Schicht mit den Schritten: 60 
auf die zu strukturierende Schicht wird eine Maske auf- 
gebracht, 

die zu strukturierende Schicht wird unter Verwendung 
der Maske strukturiert, 

die Maske und die Redepositionen des Materials der zu 65 
strukturierenden Schicht werden durch chemisch me- 
chanisches Polieren entfernt. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
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durch gekennzeichnet, daB nach der Entfernung der 
Redeposidonen eine "Scrubber "-Reinigung durchge- 
fuhrt wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB nach der Entfernung der 
Redepositionen eine naBchemische Reinigung durch- 
gefuhrt wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 4 oder 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Reinigung durch Schall- 
einwirkung unterstiitzt wird. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB die zu strukturierende 
Schicht Kupfer, Eisen, Kobalt, Nickel, ein 4d oder 5d 
Ubergangsmetall, insbesondere ein PLatinmetall, ent- 
halt. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB die zu strukturierende 
Schicht ein ferroelektrisches Material, ein dielektrir 
sches Material hoher Permittivitat, einen Perowskit 
oder Vorstufen dieser Materialien enthalt. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB die zu strukturierende Schicht Strontiumwis- 
muttantalat (SBT, SrBi2Ta 2 09), Strontiumwismutnio- 
battantalat (SBNT, SrBi 2 Ta 2 _ x Nb x 0 9 , x=0-2), Bleizir- 
konattitanat (PZT, Pb(Zr,Ti)0 3 ) oder Derivate oder Ba- 
riumstrontiumtitanat (BST, Ba^Sr^TiC^, x=0-l), 
Bleilanthantitanat (PUT, (Pb, La)Ti0 3 ), Bleilanthanzir- 
konattitanat (PLZT, (Pb, La) (Zr, Ti)0 3 ) oder Derivate 
enthalt. 

10. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB die zu strukturierende Schicht Platin, Gold, 
Silber, Iridium, Palladium, Ruthenium, Rhenium oder 
deren Oxide enthalt. 

11. Verfahren nach einem der vorherstehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB wahrend der 
Trockenatzung der zu strukturierenden Schicht ein 
Gasgemisch vorgesehen ist. das frei von reaktiven Ga- 
sen ist. 

12. Verfahren nach einem der vorherstehenden An- 
spruche. dadurch gekennzeichnet, daB wahrend der 
Trockenatzung der zu strukturierenden Schicht ein 
Gasgemisch vorgesehen ist, das neben Edelgasen und 
Stickstoff nur SauerstofT enthalt. 

13. Verfahren nach einem der vorherstehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB wahrend der 
Trockenatzung der zu strukturierenden Schicht ein 
Edelgas, insbesondere Argon, vorgesehen ist. 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 13, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Maske Silizium, ein Si- 
liziumoxid, insbesondere Si02, ein Metall, insbeson- 
dere Aluminium oder Wolfram, ein Metallnitrid, be- 
vorzugt ein Titannitrid, insbesondere TiN x 0.8 < x < 
1.2, oder ein Metallsilizid enthalt. 
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